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HAVANIN TOZYIQINO HOSSAS OLAN NAZiK TOBOQOLI
CEVIRICI VO VARISTOR
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Havanim seyroklosmo doracasinin Al-Al,Os-metal (Ag, In, Sn, Cu) qurulusuna ondaki iist kontakt materialinin néviinden asil
olaraq tesirinin yronilmasi gostordi ki, iist tobogo giimiis vo mis olan hallarda homin qurulus 7.6 ‘102 - 1:10° mm c.s. tozyiq oblastin-
da tozyigo hassas agirma diodu, tist tobago indium va stannium olan halda iss 6ziinii asagivoltlu varistor kimi aparir.

Acar sozlor: nazik tabagoli MOM-quruluslar, gevirici, havanin tozyiqi, varistor.

PACS: 70.73; 84.32Dd; 84.32Ff; 85.70Kh; 68.55,-a; 81.15.Aa
GIRIiS.

Kegoan asrin 60-90-c1 illarinds elmi adobiyyatda ¢ox-
layli metal-dielektrik-metal (MDM) quruluglarin elektro-
fiziki xassalorinin todgigine hasr olunmus goxlu sayda el-
mi iglors rast gelmok miimkiin idi. Bu islorin bazilorindo
homin quruluslarin voltamper xarakteristikalarinda ham
N-tip, ham do S-tip monfi miigavimat (MM) oblastina
malik ¢evrilmo vo yaddas effektinin mévcudlugu barado,
eloca do bunlarda corayanin axma mexanizmlori barads
informasiyalar verilirdi. Bu quruluslarin hazirlanmasi za-
mam dielektrik tobaga vo onun tobioti bu quruluslarin
elektrofiziki xarakteristikalarinda miihiim rol oynadigina
g0ra, onlarin fiziki xassalorine vo alinma texnologiyasina
goyulan taloblor ¢ox yiiksok idi. Umumi halda, qurulusda
dielektrik tabago rolunda material kimi istonilon dielektrik
materialin tobogoasi ilo yanasi silisium, titan, tantal, niobi-
um Vo basqalarinin oksidlari do ola bilar. Son onilliklords
MDM-quruluslar texnologiyasinda yaxsi dielektrik xasso-
yo, kontakt materiallari ilo reaksiyaya daxil olmayan, bo-
yiik radioaktiv davamliliga malik olan vo Xarici tasirlora
(masalan, isiga, maqnit sahasina, rentgen siialanmasina)
geyri hassas olan aliiminium oksidinin (Al,Os) tatbiginin
genis miqyas almasi miisahids edilir [1,2].

Bu keyfiyyatlarino géra nazik tabagsli, MDM qu-
rulusa malik, VAX-da monfi miigavimat miisahids edilan,
asirma vo yaddas effektlorino malik quruluslar bir ¢6x
alimlarin tadgigat obyektino gevrilmisdi [3-12]. Havanin
seyraklogmasi daracssinin nazik tabagali Al-Al,03-Ag qu-
rulusunun VAX-1na tasirinin arasdirilmasi zamani1 maragl
naticalor alinmigdir. Belos ki, qurulusa totbiq edilmis gor-
ginliyin sabit giymatinds havanin tazyiqginin doyismosi,
yani qalxmasi va ya azalmasi ils slagadar qurulusun 6zba-
sina yiiksokomlu vs ya kigikomlu hala ke¢masi miisahido
olunur [12]. Quruluslarin iist qatina ¢akilmis elektrodun
materiali indium (in) vo qalaydan (Sn) ibarot olanda va-
ristor tipli voltamper xarakteristikast miisahide olunur
[13]. Diinya elmi odobiyyatinin arasdirilmas: gostordi ki,
biz torofdon todgiqg olunan MOM quruluslarda yuxarida
geyd edilon effektlor miisahido olunmamusdir. Odur Ki,
bizim togdim etdiyimiz isin asas mogsadi Al-Al,O3-Ag
(In, Sn,Cu) nazik tabagali quruluslarin tadqgiqi vo onlarin
kigikvoltlu varistor vo atmosfer tazyigino hossas ¢eviri-
cilar kimi tatbiq olunmasidir.
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TOCRUBONIN METODIKASI

Qoyulmus magsads nail olmaq ligiin nazik tabagali
Al-Al,Oz-metal asasli MOM quruluslar hazirlanmigdir.
Bunun ti¢iin qizdirilmig va ya soyuq sital vo ya digar neyt-
ral oturacaq tizorino ~510"> mm c.s. vakuumda termik bu-
xarlandirma tsulu ilo aliiminium tobogoesi buxarlandirilir
vo havada ekspozisiya etmakls, onun sathinds qalinligi
30-60 angstrem olan, Al,O3 tabaqoesi yaradilir. Bu iisulla
alinmis Al,Os tobagosi ¢irklonmays moruz qalmir vo Ste-
xiometrik tarkibs uygun olur [14]. Sonra hamin tabagonin
iizarino vakuumda termik buxarlandirma tisulu ilo lazimi
iist elektrod, uygun olaraq giimiig, indium, gqalay vo ya
mis ¢akilir.
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Sakil 1. Al-Al,O3-metal MOM qurulusunun sxematik tos-
viri. 1-oturacaq; 2-aliiminium toboagp; 3- oksid
(Al,05) toboqgo; 4-ist elektrod.

1 sayh sokilda Al-Al,O3-metal asasli MOM qurulu-
sunun sxematik sokli verilmisdir. Quruluslarin isgi oblas-
tm  sahosi ~1,07mm? vo elektrodlarin galmhg iso
~0,3mrm-dir. Tadqiq edilon niimunalor (760-10°)mm c.s
intervalinda tozyiq almaga imkan veran vakuum qurgusu-
nun qalpagi altina yerlogdirilir. Tacriibslor imuman gobul
edilmis qaydada statik rejimdo aparilmis vo PNXT-1 tipli
xarakteriografda ossiligramlasdirilmisdir.

TODQIQATLARIN NOTiCOLORi VO ONLARIN
MUZAKIROSI

Alinmig Al-Al,O3-Ag qurulusu asagida gostorilon
kimi iglayir. Ona 760mm c.s. tozyige malik hava miihi-
tinds ixtiyari polyarliga malik toxminon 3,3 V garginlik
totbiq etdikds, 0, kaskin sokilds kigikomlu hala kegir (so-
kil 2). Niimunanin yiiksskomlu hala kegmasi tatbig olun-
mug gorginliyin qiitblorinin doyismasi il bas verir. Otraf
mithitin tozyiqini azaltdiqda da qurulus yiiksskomlu hala
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kegir. Mosalon, havanin tezyigqi 10”mm c.s.-na borabor
olanda agirma gorginliyi artiq 5 V-a godor yiiksalir. Toz-
yigin giymeti ~10° mm c.s.-na borabor olanda o, 6 V-a
gatir. Yiiksokomlu haldan kigikomlu hala asirma hoddi-
nin havamn 10 mm c.s. tezyigloro qodor asihilig: xottidir
(sokil 3). Tazyiqin sonraki azalmasi asirma garginliyinin
dayigsmosine gatirib ¢ixarmir. Todqiqatlar gostordi ki, agor
qurulusa totbiq edilmis garginliyin vo havamin tozyiginin
miioyyan bir giymstindo niimuns Kigikomlu haldadirsa,
havanin tozyiqinin azalmasi ilo 0, 6z-6ziino yiiksokomlu
hala kegir. ©gor tozyiq yenidon artarsa, qurulus tozedon
kigikomlu hala kegir. Belsliklo, qurulus verilon gorgin-
likds havanin tozyiginin doyismasins reaksiya verorok 6z-
6ziina yiiksokomlu va ya kigikomlu hala kega bilir. Quru-
lusun asirma haddinin havanin tazyigine olan hossasligini
glimiislin aliiminium oksids yiiksok diffuziya etmok gabi-
liyyati vo homginin oksid tobago - {ist kontakt oblastinda
oksigenin sorbsiya vo desorbsiyaya ugramasi ilo osas-
landirmagq olar.

Sakil 2.Al-Al,05-Ag qurulusunun otaq temperaturunda
statik voltamper xarakteristikast vo onun ossilo-
gqrami (miqyas: U=1V/1bdlgii; 1=20mA/1bolgii).

Ust elektrodun materialiin Al-Al,O5-metal (Ag, In,
Sn, Cu) qurulusunnun VAX-na tesiri todqiq edilmisdir
[13]. Mioyyan olmusdur ki, miisahides edilon VAX-1n go-
rinlisii hor bir konkret halda materiallarin ¢ixis isinin
giymatindon asihidir. Bels ki, tist elektrod glimiisdan iba-
rot oldugu halda monfi miigavimat oblastina malik VAX
miisahida edilir (Sokil 2). Ust elektrod In vo Sn mate-
riallarindan ibarst oldugu hallarda isa varistorlarin VAX-
na xas olan, tatbig olunan garginliyin qiitblarine simmet-
rik xarakteristika miisahids edilir (sokil 4). Qurulusa mox-
sus milgavimatin onun diferensial miigavimatina nisbati
il tayin edilon geyrixatlilik amsal1 f=(U/1)/(d1/dU) sabit
qalir. Alinmis quruluslarm  VAX-lart zaman kegdikca

kifayot qodor stabilliklorini saxlayirlar. Qeyd etmok
lazimdir ki, iist elektrodu mis olan MOM-qurulusun
VAX-1 goriiniigco  Al-Al,03-Ag qurulusunun xarakteristi-
kas1 kimidir (sokil 2). Todqiq edilon quruluslarin ixtiyari
Olglido alinma imkanlar1 onlarin mikrominiatiirizasiyasi-
na vo kapsullasdirilmasina imkan yaradir.
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Sokil 3. Otaq temperaturunda Al-Al,O3-Ag qurulusu tigiin
agirma haddinin havanin tozyiqindon asililig1.

Sakil 4. Ust elektrodu In (a) v Sn (b) olan Al-Al,O5-metal
qurulusunun ossilogrami. Miqyas: U=2V/1bolgii;
I=1mA/1bblgi.

NOTICO

7.610%-1'10° mm c.s. tozyiglori arahginda havanin toz-
yigins hossas olan asiricilar (geviricilar) va kigikvoltlu va-
ristor gisminds totbig etmays imkan veran Al-Al,O5-me-
tal (Ag, In,Sn,Cu) osasl1 nazik tobageli MOM - quruluslar
hazirlanmigdir. Homin agiricilar rele funksiyasi dasiyan,
tozyigin giymatinin doyismoasi haqqinda signal veran toz-
yiq sensorlart va qapali hocmlords tozyigi nizamlama
ticiin funksional elementlords - sensorlarda istifado edilo
bilorlor. Varistorlar ise goarginlik stabillegdiricilarinds, tez-
lik giiclandiricilorinds (multiplikatorlarinda) va modulya-
torlarda v.s. tatbig oluna bilarlor.
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G.S. Gadjiyeva, N.N. Abdulzade, F.A. Kazimova, N.N. Mursakulov
THIN FILM SWITCH AND VARISTOR SENSITIiVE TO AIR PRESSURE

By investigating the influence of degree of air rarefaction and upper electrode material on electrical and physical properties of
Al-Al,O5-metal (Ag, In, Sn, Cu) thin film MOM structures, it has been established that structures with the upper electrode made of
silver and copper can be used as a switch sensitive to air pressure within 760-10° mm Hg, while the structures with electrode of
indium and stannum can be used as a low-voltage varistor.

I'.C. T'ap:xueBa, H.H. A6ayazane, ®.A. KazpimoBa, H.H. MypcakyJios

YYBCTBUTEJIbHBIN K JIABJIEHUIO BO31YXA TOHKOILJIEHOYHBIMI
IEPEKJ/IIOYATEJIb 1 BAPUCTOP

VccnenoBaHueM BIUSIHUS CTEIICHH Pa3peXXEHHs BO3AyXa M MaTepHalla BEPXHETo 3JIEKTPo/ia Ha JIeKTpO(H3UUIECKUe CBOMCTBA
ToHKomIeHouHo# MOM-ctpykrypsl Al-Al,Og-meramn (Ag, In,Sn,Cu) ycraHOBIEHO, 4TO CTPYKTYpHl C BEPXHHMM JJEKTPOAOM M3
cepeOpa 1 MeZiM MOTYT OBITh MCIIOJIb30BaHBI B KAYECTBE MEPEKITI0YaTeNsl, YyBCTBUTEILHOTO K JIABICHUIO BO3/yXa B HHTepBaie 760-
10 MM PT.CT. , @ U3 HHIMS K OTI0BA — B KAYECTBE HU3KOBOILTHOTO BAPHCTOPA.
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